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EJERCICIO PRACTICO

INSTRUCCIONES:

1. No abra este cuestionario hasta que se lo indiquen.
2. Este examen consta de tres casos practicos, debera elegir dos de ellos.
3. El tiempo de realizacion de este ejercicio es de tres horas.
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SUPUESTO PRACTICO N2 1

Considere que se dispone de una sala blanca de microfabricacién capacitada para la fabricacién de
circuitos electrénicos CMOS. Proponga una secuencia de procesos adecuada para fabricar el
dispositivo al que corresponde el perfil que se muestra en el siguiente esquema:

- Sustrato - Polisilicio Oxido de campo
B - Oxido de puerta Oxido internivel

El dispositivo propuesto estd formado por transistores NMOS con un tamafio minimo de canal de
20 um x 20 um. Para la descripcién del flujo de procesos, se pide lo siguiente:
- Orden de Procesos: Especifique de manera clara y secuencial el orden en el que se deben lle-
var a cabo las etapas de fabricacién.
- Tipo de sustrato: Defina el tipo de sustrato de partida mas adecuado.
- Caracteristicas Relevantes de los Procesos Propuestos: Detalle la técnica utilizada, los espeso-
res de las capas y las propiedades de los materiales a emplear.

Se debe tener en cuenta lo siguiente:
- El perfil es ESQUEMATICO y debe interpretarse de forma genérica y aproximada. Los groso-
res de las diferentes capas y sus dimensiones NO estan a escala.
- Todos los pardmetros, tamafios y valores no especificados deben ser elegidos de manera jus-
tificada y razonable.
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SUPUESTO PRACTICO N© 2

Considere que se dispone de una sala blanca de microfabricacion capacitada para la fabricacion de
circuitos electroénicos.

a) Proponga una secuencia de procesos adecuada para poder fabricar el dispositivo al que
corresponde el perfil que se muestra en el siguiente esquema:

Pilar Diametro pilar
—

IAItura pilar

- Sustrato SiO,

El dispositivo propuesto estd formado por multiples pilares, los cuales tiene un didmetro de 100
nm y una altura 400 nm, recubiertos por una fina capa de éxido de silicio de 100 nm. Para la
descripcién del flujo de procesos, se pide lo siguiente:
- Orden de Procesos: Especifique de manera clara y secuencial el orden en el que se deben lle-
var a cabo las etapas de fabricacion.
- Tipo de sustrato: Defina el tipo de sustrato de partida mas adecuado.
- Caracteristicas Relevantes de los Procesos Propuestos: Detalle la técnica utilizada, los espeso-
res de las capas y las propiedades de los materiales a emplear.

Para garantizar la calidad del dispositivo resultante, es necesario realizar una serie de procesos de
verificacion y caracterizacion. Describa los procesos recomendados para cada etapa del proceso de
fabricacion.

b) Proponga de forma razonada una técnica de caracterizacion para la determinacion de las
dimensiones de los pilares (diametro y altura), asi como la preparacién de la muestra, y las
caracteristicas mas relevantes de la técnica de caracterizacion elegida (extension maxima 1 cara de
un folio).

c) Proponga de forma razonada una técnica de caracterizacion para la determinacién del grosor de
la capa de éxido de silicio, asi como la preparacién de la muestra, y las caracteristicas mas
relevantes de la técnica de caracterizacion elegida (extension maxima 1 cara de un folio).

Se debe tener en cuenta lo siguiente:
- El perfil es ESQUEMATICO y debe interpretarse de forma genérica y aproximada. Los groso-
res de las diferentes capas y sus dimensiones NO estan a escala.
- Todos los parametros, tamafios y valores no especificados deben ser elegidos de manera jus-
tificada y razonable.
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SUPUESTO PRACTICO N° 3

Considere que se dispone de una sala blanca de microfabricacion capacitada para la fabricacion de
circuitos electroénicos.

a) Proponga una secuencia de procesos adecuada para poder fabricar el dispositivo al que
corresponde el perfil que se muestra en el siguiente esquema:

Longitud Profundidad

h " A"

(

{

- Sustrato Au

El dispositivo propuesto estad formado por multiples micro-piramides invertidas, las cuales tienen
una longitud de 5 um, recubiertas por una fina capa de oro de 50 nm. Para la descripcién del flujo
de procesos, se pide lo siguiente:
- Orden de Procesos: Especifique de manera clara y secuencial el orden en el que se deben lle-
var a cabo las etapas de fabricacion.
- Tipo de sustrato: Defina el tipo de sustrato de partida mas adecuado.
- Caracteristicas Relevantes de los Procesos Propuestos: Detalle la técnica utilizada, los espeso-
res de las capas y las propiedades de los materiales a emplear.

Para garantizar la calidad del dispositivo resultante, es necesario realizar una serie de procesos de
verificacion y caracterizacion. Describa los procesos recomendados para cada etapa del proceso de
fabricacion.

b) Proponga de forma razonada una técnica de caracterizacién para la determinacién de las
dimensiones de la piramide (longitud, profundidad), asi como la preparacion de la muestra, y las
caracteristicas mas relevantes de la técnica de caracterizacién elegida (extensién maxima 1 cara de
un folio).

c) Proponga de forma razonada una técnica de caracterizacién para la determinacioén de la
rugosidad del oro que recubre las pirdmides. Proponga cémo prepararia la muestra, que
pardmetros analizaria para determinar la rugosidad vy las caracteristicas mas relevantes de la
técnica de caracterizacion elegida (extension maxima 1 cara de un folio).

Se debe tener en cuenta lo siguiente:
- El perfil es ESQUEMATICO y debe interpretarse de forma genérica y aproximada. Los groso-

res de las diferentes capas y sus dimensiones NO estan a escala.
- Todos los parametros, tamanos y valores no especificados deben ser elegidos de manera justificada y
razonable.



